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Tabela 1. Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych  IF = f(UF) 

diod elektroluminescencyjnych. 

UF [V] 
IF [mA] 

D1 D2 D3 D4 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Tabela 2. Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych fotorezystora 

I = f(U)  przy  E = const. 

Natężenie 

oświetlenia 
U [V]         

E1 = ............ I [mA]         

E2 = ............ I [mA]         

E3 = ............ I [mA]         

 

 

 

Tabela 3. Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych fotodiody 

IR = f(UR)  przy  E = const. 

Natężenie 

oświetlenia 
UR [V]           

E1 = ............ IR [µA]           

E2 = ............ IR [µA]           

E3 = ............ IR [µA]           
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Tabela 4. Pomiar charakterystyk sterowania fotoogniwa 

IP = f(E)  oraz  UP = f(E)  przy  RL = const. 

Rezystancja 

obciążenia 
E [lx]        

RL = 0 Ω IP [µA]        

RL = ............ IP [µA]        

RL = ∞ UP [mV]        

 

 

 

 

 

Tabela 5. Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych fototranzystora 

IC = f(UCE)  przy  E = const  i  RL = .................. 

Natężenie 

oświetlenia 
UCE [V]           

E1 = ............ IC [mA]           

E2 = ............ IC [mA]           

E3 = ............ IC [mA]           
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Opracowanie wyników. 

1. Wykreślić na wspólnym wykresie charakterystyki IF = f(UF) zbadanych diod 

elektroluminescencyjnych. 

2. Wykreślić rodzinę charakterystyk I = f(U) fotorezystora. 

3. Na podstawie charakterystyk statycznych obliczyć rezystancję R fotorezystora, dla 

poszczególnych wartości natężenia oświetlenia E. 

4. Wykreślić rodzinę charakterystyk IR = f(UR) fotodiody. 

5. Wykreślić rodzinę charakterystyk wyjściowych IC = f(UCE) fototranzystora. 

6. Wykreślić rodzinę charakterystyk sterowania fotoogniwa. 

 

 

Do sprawozdania należy dołączyć sporządzone wykresy, przykładowe obliczenia 

oraz wnioski. 
 


